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【手続補正書】
【提出日】平成28年6月27日(2016.6.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１出力信号を出力する第１差動出力端子と、 
　前記第１出力信号と反対である第２出力信号を出力する第２差動出力端子と、 
　抵抗性メモリセルと連関されたビットラインに連結された第１入力端子と、 
　参照メモリセルと連関された参照ラインに連結された第２入力端子と、 
　前記第２入力端子及び前記第１差動出力端子に連結され、参照ライン電流を通過させる
第１トランジスターと、 
　前記第１差動出力端子に連結され、前記第１トランジスターと直列に配列され、ビット
ライン電流を通過させる第２トランジスターと、
　パワー供給電圧と接地電圧との間の電圧レベルを有する中間パワー供給電圧ノードに連
結されたプリチャージ部分と、を含み、
　前記プリチャージ部分は前記第１差動出力端子及び前記中間パワー供給電圧ノードに連
結された第１プリチャージトランジスター及び前記第２差動出力端子及び前記中間パワー
供給電圧ノードに連結された第２プリチャージトランジスターを含み、
　前記プリチャージ部分は感知増幅回路のプリチャージ段階の間に動作する
　前記第１差動出力端子の電圧レベルは前記参照ライン電流と前記ビットライン電流との
間のデルタ平均電流にしたがって変化する抵抗性メモリの感知増幅回路。
【請求項２】
　前記ビットラインは前記参照ラインと連関された前記参照ライン電流の少なくとも一部
を再使用する請求項１に記載の抵抗性メモリの感知増幅回路。
【請求項３】
　前記第２トランジスターのドレーンは第１差動出力端子と第１トランジスターのドレー
ンに連結され、 
　前記第２トランジスターのソースは前記メモリセルと連関された前記ビットラインに連
結され、 
　前記第１差動出力端子はハイインピーダンス出力端子を含み、 
　前記ハイインピーダンス出力端子の電圧レベルは前記感知増幅回路の増幅段階に応答し
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て変化する請求項１又は２に記載の抵抗性メモリの感知増幅回路。
【請求項４】
　前記第１プリチャージトランジスターはプリチャージコントロール信号を受信し、前記
プリチャージコントロール信号に応答して前記感知増幅回路の前記プリチャージ段階の間
に前記メモリセルと連関された前記ビットライン及び前記参照ラインをプリチャージし、
 
　前記第２プリチャージトランジスターは前記プリチャージコントロール信号を受信し、
前記プリチャージコントロール信号に応答して前記感知増幅回路の前記プリチャージ段階
の間に前記第２差動出力端子と連関された寄生キャパシタンスをプリチャージする請求項
１に記載の抵抗性メモリの感知増幅回路。
【請求項５】
　前記第１及び第２差動出力端子に連結されたラッチ回路をさらに含み、 
　前記ラッチ回路は、 
　パワー供給電圧ノードに連結され、第１ラッチコントロール信号に応答して前記感知増
幅回路のラッチ段階を活性化する第１ラッチイネーブルトランジスターと、 
　前記第１ラッチイネーブルトランジスター及び前記第１差動出力端子に連結された第１
ラッチトランジスターと、 
　前記第１ラッチイネーブルトランジスター及び前記第２差動出力端子に連結された第２
ラッチトランジスターと、 
　接地電圧ノードに連結され、第２ラッチコントロール信号に応答して前記感知増幅回路
のラッチ段階を活性化する第２ラッチイネーブルトランジスターと、 
　前記第２ラッチイネーブルトランジスター及び前記第１差動出力端子に連結された第３
ラッチトランジスターと、 
　前記第２ラッチイネーブルトランジスター及び前記第２差動出力端子に連結された第４
ラッチトランジスターを含み、 
　前記第１乃至第４ラッチトランジスターは前記ラッチ段階の間に前記第１及び第３ラッ
チコントロール信号の各々によってターンオンされた前記第１及び第２ラッチイネーブル
トランジスターに応答して前記抵抗性メモリセルに格納されたビット値にしたがって前記
第１又は第２差動出力端子での論理値“０”又は論理値“１”を各々ラッチする請求項１
に記載の抵抗性メモリの感知増幅回路。
【請求項６】
　前記第１ラッチイネーブルトランジスターはＰＭＯＳトランジスターであり、 
　前記第２ラッチイネーブルトランジスターはＮＭＯＳトランジスターであり、 
　前記第１及び第２ラッチトランジスターは各々ＰＭＯＳトランジスターであり、 
　前記第３及び第４ラッチトランジスターは各々ＮＭＯＳトランジスターである請求項５
に記載の抵抗性メモリの感知増幅回路。
【請求項７】
　前記第１ラッチトランジスターのソースは前記第１ラッチイネーブルトランジスターの
ドレーンに連結され、 
　前記第２ラッチトランジスターのソースは前記第１ラッチイネーブルトランジスターの
ドレーンに連結され、 
　前記第３ラッチトランジスターのソースは前記第２ラッチイネーブルトランジスターの
ドレーンに連結され、 
　前記第４ラッチトランジスターのソースは前記第２ラッチイネーブルトランジスターの
ドレーンに連結され、
　前記第１ラッチトランジスターのゲートは前記第２差動出力端子に連結され、 
　前記第２ラッチトランジスターのゲートは前記第１差動出力端子に連結され、 
　前記第３ラッチトランジスターのゲートは前記第２差動出力端子に連結され、 
　前記第４ラッチトランジスターのゲートは前記第１差動出力端子に連結され、　第１及
び第３ラッチトランジスターの各ドレーンは第１差動出力端子に連結され、 
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　第２及び第４ラッチトランジスターの各ドレーンは第２差動出力端子に連結される請求
項５に記載の抵抗性メモリの感知増幅回路。
【請求項８】
　前記抵抗性メモリセルは少なくともＳＴＴ－ＭＲＡＭセル、ＭＲＡＭセル、メモリスタ
ＲＡＭセル、又はＣＢＲＡＭセルの中でいずれか１つを含む請求項１に記載の抵抗性メモ
リの感知増幅回路。
【請求項９】
　前記抵抗性メモリセルはＳＴＴ－ＭＲＡＭセルである請求項１に記載の抵抗性メモリの
感知増幅回路。
【請求項１０】
　前記メモリセルに連結されたソースラインをさらに含み、 
　前記ソースラインはパワー供給電圧ノード又は接地電圧ノードの中でいずれか１つに連
結され、 
　前記ソースラインが前記接地電圧ノードに連結される時、前記感知増幅回路は第１トラ
ンジスター特性を含み、 
　前記ソースラインが前記パワー供給電圧ノードに連結される時、前記感知増幅回路は前
記第１トランジスター特性と比較してスワップされる第２トランジスター特性を含む請求
項１に記載の抵抗性メモリの感知増幅回路。
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